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Inventia se refera la  tehnologia
semiconductorilor §i poate fi utilizatd la
dispozitive de conversie a radiatiei solare.

Procedeul de crestere a structurii n*-p-
p“InP pentru celule solare include cresterea
stratului epitaxial pInP pe un substrat de p*InP
cu orientarea cristalografica (100),
dezorientarea de 3...5° in directia (110) si

2
concentratia purtatorilor de sarcina de
1...3-10'® cm?3, cresterea stratului epitaxial de
n*InP si depunerea contactelor ohmice. Stratul
n*InP este crescut dupa corodarea gazoasi a
reactorului si a stratului epitaxial de pInP.
Revendicari: 1



(54) Method for growth of n™-p-p™ InP structure for solar cells

(57) Abstract:
1

The invention relates to semiconductor
technology and can be used in solar radiation
conversion devices.

The method for growth of n*-p-p* InP
structure for solar cells comprises growth of
epitaxial layer pInP on p*InP substrates with
the crystallographic orientation (100), the
disorientation of 3...5° toward (110) and the

2
charge carrier concentration of 1...3-10* cm3,
growth of epitaxial layer n*InP and deposition
of ohmic contacts. The n*InP layer is grown
after the gas etching of the reactor and the
epitaxial layer pInP.
Claims: 1

(54) Cnoco6 pocta cTpykrypbl N*-p-p* INP ais cosiHeunbIx 6aTapeii

(57) Pedepar:
1

Uzo0perenue OTHOCHUTCS K
MONTYTIPOBOJTHUKOBON TEXHOJIOTHH H MOXET
ObITh WCIONB30BAHO B YCTPOMCTBaxX s
npeoOpa3oBaHUs CONMHEYHOTO U3TYYCHHS.

Crioco6 pocta cTpykTypsl n*-p-p* INP mus
CONTHEYHBIX ~ Oarapeli  BKJIIOYAeT  POCT
SMUTAKCHANIBHOTO ciosg pInP Ha mommoxkax
p*InP ¢ xpucranorpadudeckoii opueHTanuen
(100), nezopuenranmeii 3...5° B cropony (110)

2
U ¢ KOHLEHTpamued HocuTenedl 3apsna
1...3-10'® cM®, pocT sMUTAKCHANBLHOTO CIOS
N‘InP u HaHaceHHE OMHYECKUX KOHTAKTOB.
Crnoit n*InP BeIpameH rmociae  ra3oBOro
TpaBJICHUS] PEAKTOpPa U SIUTAKCHAIBHOTO CIIOS
pInP.
I1. popmymsr: 1
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Descriere:
(Descrierea se publica in redactia solicitantului)

Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizata la
dispozitive de conversie a radiatiei solare.

Este cunoscut un procedeu de obtinere a structurii n*-p-p*InP prin metoda
implantérii ionice. Structura n*-p-p*InP este obtinutd pe substraturi InP p-tip taiate
din lingouri obtinute prin metoda Czochralsky dopate la concentratia de 4-10% cm,
cu dezorientarea cristalografica de 2° de la suprafata (100). Pe aceste substraturi au
fost depuse straturi epitaxiale pInP dopate cu Zn, cu grosimea de 3 pum si
concentratia purtitorilor de sarcini de 1,5-10% cm=. Stratul nInP a fost obtinut prin
metoda implantdrii ionice folosind ca implant siliciul (?Si) [1].

Dezavantajul acestui procedeu consta in utilizarea a doua tehnologii diferite la
cresterea structurii n*-p-p*InP.

Cea mai apropiata solutie tehnicd este procedeul de crestere a structurii n*-p-
p*InP prin metoda epitaxiei din faza gazoasa (OMVPE). in metoda OMVPE pentru
obtinerea structurii n*-p-p*InP a fost folosit un reactor orizontal la o presiune a
fluxului de hidrogen de 0,1 atm. Trietilindiumul (TEIn) si fosfinul PHs au fost
folosite ca surse de In si P. In calitate de substraturi la structura n*-p-p*InP se
folosesc plachete de p*InP cu orientarea cristalografica (100) si dezorientarea de 3°,
concentratia purtitorilor de sarcind fiind de 2-10'® cm®. Procedeul de obtinere a
substraturilor p*InP include: degresarea in toluen, corodarea in metanol +5%Br,
uscarea in vapori de izopropil, plasarea in reactor, purjarea cu hidrogen a reactorului
timp de o ord cu viteza de 4 I/min, stabilirea temperaturii de crestere de 550°C. La
un raport PHs/TEIn de cca 70 se creste stratul pInP la o viteza a fluxului de DMZn
de 4-10°® mol/min. In continuare urmeaza inchiderea fluxului de DMZn, deschiderea
fluxului de sulfat de hidrogen si la o vitezd a acestuia de 8-107 mol/min se creste
stratul n*InP, se raceste reactorul si se scoate structura din el. Urmeaza depunerea
contactelor pentru n*InP - Au, iar pentru p*InP - Au+10%Z2Zn [2].

Dezavantajul acestui procedeu consta in faptul ca nu permite ca interfata intre
straturile p i n* in structura n*-p-p*InP sa se obtind abruptd, ceea ce influenteaza
negativ asupra parametrilor energetici ai celulelor solare.

Problema pe care o solutioneaza prezenta inventie consta in prepararea celulelor
solare cu structura n*-p-p*InP care permite majorarea randamentului drept urmare a
sporirii gradului de perfectiune la interfata dintre substratul pInP si stratul depus
n*Inp.

Procedeul, conform inventiei, inlaturd dezavantajele mentionate mai sus prin
aceea cd substratul de p"InP cu orientarea cristalograficd (100), dezorientarea de
3...5° spre (110) si concentratia purtitorilor de sarcind de 1...3-10'® cm?® se
prelucreaza in toluen si alcool izopropilic, se corodeaza in solutie de 5% Br; in
metanol, se spald in alcool izopropilic, se usucd in vaporii acestuia si se plaseaza
intr-un reactor pe un suport, se purjeazi reactorul cu hidrogen timp de 1 ord, se
stabileste in acesta temperatura de 670°C, se corodeaza substratul cu HCI, se creste
stratul de pInP cu grosimea de 10 pum, se corodeaza cu HCI reactorul si stratul de
pInP, pe care se creste stratul de n*InP, se scoate semifabricatul obtinut din reactor,
se depune contactul ohmic din Ag+5%Zn pe p*, care se trateazd termic la
temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact ohmic din In pe substratul de
N*InP si se trateaza termic la temperatura de 250°C.

Rezultatul tehnic al procedeului constd in cresterea stratului n*InP dupa
corodarea gazoasa a reactorului si stratului p*InP in structura n*-p-p*InP ce permite
sporirea parametrilor energetici la fabricarea dispozitivelor fotovoltaice, §i este
cauzat de faptul ca stratul n*InP este crescut dupa corodarea gazoasa a reactorului si
stratului pInP.

Exemplu de realizare a procedeului

Procedeul de crestere a structurii n*-p-p*InP pentru celule fotovoltaice care
consta in aceea ca substratul p*InP cu orientatia cristalografica (100) si dezorientarea
de 3° spre (111) si concentratia purtitorilor de sarcind 2-10'8 cm™ se prelucreaza in
toluen, alcool izopropilic, se corodeaza in solutie de 5%Br, In metanol, se spald in
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alcool izopropilic, se usuca in vaporii acestuia si se plaseaza intr-un reactor pe un
suport, se purjeaza reactorul cu hidrogen timp de 1 ord, se stabileste in acesta
temperatura de 670°C, se corodeaza substratul, se creste stratul pInP cu grosimea de
10 um, se corodeaza reactorul si stratul pInP, pe care se creste stratul n*InP, se
scoate semifabricatul obtinut din reactor, se depune contactul ohmic din Ag+5%Zn
pe p*, care se trateaza termic la temperatura de 500°C. Ulterior se depune un contact
ohmic din In pe substratul n*InP si se trateaza termic la temperatura de 250°C.
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(57) Revendicari:

Procedeu de crestere a structurii n*-p-p*InP pentru celule solare, care consta in
aceea cd substratul de p"InP cu orientarea cristalograficd (100), dezorientarea de
3...5° spre (110) si concentratia purtitorilor de sarcind de 1...3-10'® cm? se
prelucreaza in toluen si alcool izopropilic, se corodeaza in solutie de 5% Br; in
metanol, se spald in alcool izopropilic, se usucd in vaporii acestuia i se plaseaza
intr-un reactor pe un suport, se purjeazi reactorul cu hidrogen timp de 1 ord, se
stabileste in acesta temperatura de 670°C, se corodeaza substratul cu HCI, se creste
stratul de pInP cu grosimea de 10 pum, se corodeaza cu HCI reactorul si stratul de
pInP, pe care se creste stratul de n*InP, se scoate semifabricatul obtinut din reactor,
se depune contactul ohmic din Ag+5%Zn pe p*, care se trateazd termic la
temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact ohmic din In pe substratul de
N*InP si se trateaza termic la temperatura de 250°C.
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